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半導体レーザ装置

光集積回路用光スイッチ、光ピックアップ用光源

入力されたレーザ光の状態に応じて異なるレーザ光を出力する。

本発明によれば、励起用に入射されるレーザ光によって異なったレーザ光が出
射されるので、種々の光回路や光デバイスに適用できる。

本発明に係る半導体レーザ装置は、レーザ光出射レーザ素子１０と、励起用レー
ザ素子５０と、から成り、レーザ光出射レーザ素子１０は互いに対向する端面２６Ａ
と２６Ｂとを有し、励起用レーザ素子５０から端面２６Ｂを介して入射されるレーザ光
３５および３６によって、端面２６Ａから出射されるレーザ光ＬａおよびＬｒの強度が制
御される。


